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GaN 系縦型パワーデバイスの高耐圧化のためには,ドリフト層の高純度化および厚膜化が必要
である. 従来 GaN自立基板作製に用いられているハライド気相成長（HVPE）法は, 一般的なデバ
イス作製に用いられる有機金属気相成長（MOVPE）法と比べて, 炭素不純物の混入量の低減が可
能となる点および成長速度がはやく GaNの厚膜化が容易である点から, 縦型パワーデバイス構造
の成長法として期待できる. 実際に, HVPE法を用いた高純度GaNドリフト層の成長が報告されて
いる[1]. 一方, デバイス作製において p型伝導の実現が必須課題の一つとなる. しかし, HVPE法に
よる p型伝導制御の報告例は少なく[2], 安定した伝導制御はできていない. 本研究では, Mgが含浸
したセラミックスを用いることによる GaNへのMgドーピング手法を検討した.  

サファイア基板上にMOVPE法を用いて作製した膜厚 5 µmのアンドープ GaNテンプレート上
に, HVPE法を用いてMgをドーピングさせた GaNを約 25 µm成長させた. Mg原料として BNと
Si3N4の複合焼結体でMgを 1wt%程度含浸するデンカ株式会社製 SBNTMを用い, SBNTM表面に N2

および HClを流すことによってMgの供給を行った. 成長した GaNの不純物濃度および表面モフ
ォロジーを, 二次イオン質量分析（SIMS）法および微分干渉顕微鏡を用いてそれぞれ評価した.  

SIMS測定から得られたMg濃度の N2流量および HCl流量依存性を Fig. 1に示す. Fig. 1 (a)に示
すように, N2流量を増加させるに伴い, Mg濃度が 5.4 × 1016 cm-3から 5.2 × 1017 cm-3に増加した. ま
た, Fig. 1 (b)に示すように HCl流量を増加させるに伴い, Mg濃度が 5.4 × 1016 cm-3から 1.9 × 1018 

cm-3に増加した. これらの Mg 濃度の増加から, Mg は加熱時における SBNTMからの脱離および
HCl との反応によって生成される塩化物として供給されたと考えられる. 各試料の微分干渉顕微
鏡像を Fig. 2に示す. HVPE法によりMgドーピングさせたGaNは平坦な表面であることを確認し
た. 以上より, SBNTMを用いて N2流量および HCl流量を変化させることによって, Mg濃度を制御
し, 平坦な表面を得ることができた.  
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Fig. 1. Mg concentration as a function of 

 (a) N2 and (b) HCl flow rates. 
Fig. 2. Nomarski microscope images of 

samples. 

(a) [Mg]= 5.4×1016 cm-3 (b) [Mg]= 5.2×1017 cm-3 

(c) [Mg]= 1.9×1018 cm-3 
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